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ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ ЕЛЕКТРОНАМИ З ЕНЕРГІЄЮ 2 МеВ 

НА ЗВОРОТНІ СТРУМИ ФОСФІД-ГАЛІЄВИХ СВІТЛОДІОДІВ 

 

Наведено результати досліджень зворотних електрофізичних характеристик вихідних та опромінених 

електронами з Е = 2 МеВ червоних та зелених фосфід-галієвих світлодіодів. Виявлено, що зворотний струм 

зумовлений переважно тунелюванням носіїв при Uзв ≤ 9 В та лавинним множенням при Uзв ≥ 13 В; у межах 

U = 9 ÷ 13 В беруть участь обидва механізми. Зростання струму в області високих напруг (Uзв > 19 В) 

обмежується опором базової частини діода. При значних зворотних струмах (І > 1 мА) опромінення діодів 

призводить до зсуву зворотних вольт-амперних характеристик у бік більших напруг. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАМИ С ЭНЕРГИЕЙ 2 МэВ 

НА ОБРАТНЫЕ ТОКИ ФОСФИД-ГАЛЛИЕВЫХ СВЕТОДИОДОВ 

 

Приведены результаты исследований обратных электрофизических характеристик исходных и облученных 

електронами с Е = 2 МэВ красных и зеленых фосфид-галлиевых светодиодов. Обнаружено, что обратный ток 

обусловлен преимущественно туннелированием носителей при Uобр ≤ 9 В и лавинным множением – при 

Uобр ≥ 13 В; в пределах U = 9 ÷ 13 В принимают участие оба механизма. Возрастание тока в области высоких 

напряжений (Uобр > 19 В) ограничивается сопротивлением базовой части диода. При значительных обратных 

токах (І  > 1 мА) облучение диодов приводит к сдвигу обратных вольт-амперных характеристик в сторону 

больших напряжений.  

Ключевые слова: фосфид галлия, GaP, светодиод, облучение, электроны, вольт-амперные характеристики, 
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INFLUENCE OF 2 MeV ELECTRONS IRRADIATION 

ON GALLIUM PHOSPHIDE LIGHT-EMITTING DIODES REVERSE CURRENTS 

 

Results of reverse electrophysical characteristics study of red and green LEDs, initial and irradiated with 2 MeV 

electrons were given. It was found that reverse current was predominantly caused by carriers tunneling at Urev ≤ 9 V, 

and by the avalanche multiplication at Urev  ≥ 13 V, in the range U = 9 ÷ 13 V both mechanisms are available. Current 

increase at high voltage areas (Urev  > 19 V) is limited by the base resistance of diode. In the case of significant reverse 

currents (I  > 1 mA) irradiation of diodes leads to the shift of reverse current-voltage characteristics into the high 

voltages direction. 
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